UYGULAMA #1 :DONUSTURUCULER

AMAC: Tip Elektronigi’nde kullanilan doniistiiriiciilerin temel ¢aligma ilkelerinin ve
karakteristiklerinin incelenmesi

1. BILGILENDIRME: Ol¢me diizenlerinin girisinde, 6lgiilen biiyiikliigii algilayan ve
enerjiyi bir bicimden baska bir bicime doniistiiren bir giris doniistiiriiciisii bulunur. Bu sekilde
dontistiirticiiler, fiziksel biiyiikliiklerin veya parametrelerin 6l¢iilmesinde kullanilr.

Bir doniistiirtici alternatif ya da dogru gerilim giic kaynagi ile beslenmek durumunda ise
pasif, aksi takdirde aktif bir doniistiiriicii olarak siniflandirilir.

Ileriki boliimlerde, uygulama siiresince kullanilacak olan déniistiiriiciiler hakkinda bilgiler
verilmistir.

1.1. DEGISKEN DIiRENCLI (REZiSTiF) DONUSTURUCULER

1.1.1. Potansiyometrik Doniistiiriiciiler: En verimli ve ucuz yer degistirme
doniistiiriiciilerinden biri “hareketli kontaga sahip” potansiyometrelerdir. Potansiyometrenin
gezici kolu; ivme, hareket veya basing biiylikliigii ile hareket ederek, ¢ikista ilgili biiyiikliikle
orantilt bir gerilim saglar. Potansiyometreler, bu doniistiirme islemini yaparken harici bir
gerilim kaynagina ihtiya¢ duyduklarindan pasif doniistiiriiciilerdir. Uygulamada, hareketli
kontak, hareket eden nesneye mekanik olarak baglanir (kuple edilir).

Sekil 1a ve 1.b’de dogrusal ve hareketli potansiyometrelerin kullanilis sekli goriilmektedir.

Sekil. 1. a) Dogrusal ve b) Dairesel hareketli potansiyometreler

Kullanilan potansiyometrenin toplam direnci Rp ve ¢ikis geriliminin alindig1 parcast xRp ise
cikig geriliminin giris gerilimine orani:

V xR
2 —— 2 —x olur.

d P

Bu esitligin saglanabilmesi i¢in, ¢ikistan ¢ekilen akimin Rp igerisinden akan akim yaninda
ihmal edilebilir olmas1 gerekir. Burada duyarlik, ¢ikis gerilimi degisiminin, potansiyometre
gezici ucunun hareket miktarina orani seklinde tanimlanir. Daha biiyiik duyarlik (hassasiyet)
icin potansiyometre, Sekil 2’de gosterilen Wheatstone kopriisiinde kullanilir.
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Sekil 2. Wheatstone kopriisii

Sekil 2°deki dort direngli Wheatstone kopriisiinde R1, R2 ve R3 (ayarlanabilir), degerleri
bilinen, R4 ise degeri bilinmeyen ve Olgiilmek istenen direngtir. Devre dogru gerilimle
beslenmektedir. Koprii dengeye getirildiginde G galvonometresinden akim akmayacaktir.
Denge durumunda:
R,R
R, = ; > bagmtis1 gegerlidir.

1

Sekil 3’de deneyde kullanilacak olan DIGIAC 1750 Wheatstone kdprii montaji gosterilmistir.
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Sekil. 3. DIGIAC 1750°de kullanilan Wheatstone Kopriisii devresi

Kopriide, R1 ve R3 yerine 10 devirli (10 kQ’luk) bir potansiyometre kullanilmistir. R2=12 kQ
olup R4 direnci bilinmeyendir. 10 devirli potansiyometrenin “fine” (ince ayar) kadrani 0 —
100 arasinda, “coarse” (kaba ayar) okumasi ise 0 — 10 arasinda degismektedir. R3 degeri
dogrudan kadrandan okunur. R1 ise R3 degerine bagli olarak bulunur: R1=10000 — R3.

Deney diizenegi {iizerindeki M.C.metre’yi (Moving Coil Meter) sifir ayarinda bir
galvonometre olarak kullanabilmek i¢in, yiiksek kazangli bir D.C. kuvvetlendiriciyi
(Amplifier #1 veya #2) takiben kullanilmasi gerekir.

1.1.2 Gerinim Olger (Strain-Gauge): Bu déniistiiriiciiler, {izerlerine uygulanan germe
(boyuna uzatma) yoluyla malzemenin direncinin degismesi prensibini kullanirlar. Telli
olanlar1 oldugu gibi, daha az kullanilan yariiletken tipinde olanlar1 da vardir. Tip
Elektronigi’nde, sivi1 iletken kullanilan gerinim 6lgerler de mevcuttur.

Gerinim Olger elemani, genelde yiiksiiz durumda sifir ayari yapilmis bir Wheatstone
kopriisiinde kullanilir. Elemanin {izerinde bir yiik olmasi durumunda elemanin boyu



uzayacak, dolayisiyla direnci de artacaktir. Sonug olarak kopriiniin dengesi bozulacaktir. Bu
durum bir algilayict (bu deneyde galvonometre) yardimiyla Slgiilebilir.

Wheatstone kopriisiinde tek bir gerinim Olcer doniistiiriiclistinlin kullanildig1 devre, sicaklik
degisimlerinden etkilenmektedir (Sekil 4(a)). Sicaklikta meydana gelen bir degisim, gerinim-
Olcer elemaninin direncinin degerinin degigsmesine neden olur. Bu da yilikleme durumunda bir
degisiklik olmus gibi algilanmasina neden olur. Bu durumu diizeltmek i¢in Sekil 4(b)’de
gosterilen tiirden bir gerinim olger devresi kullanilir. Bu devrede, sicaklikta meydana gelen
degisim her iki gerinim Olger elemanini ayni sekilde etkilediginden koprii dengesi
bozulmayacaktir. Yiiklenmeye neden olan gerinim Olcere aktif digerine ise taklit (dummy)
gerinim Olger adi verilir. Bu devrenin {iretece8i ¢ikis gerilimi kiigiiktiir. Daha biiyiik bir
degisim elde edebilmek icin devrede 4 gerinim Slger (2 aktif, 2 taklit) birden kullanilir (Sekil
4(c).
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Sekil. 4. Wheatstone kopriisiinde strain-gage kullanimi

Sekil 5°de DIGIAC 1750°de kullanilan gerinim Olger devresinin agik semasi gosterilmistir.
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Sekil 5. DIGIAC 1750°de kullanilan “strain-gage” devresinin agik semasi

Kullanilacak yapinin temel karakteristikleri asagidaki tabloda verilmistir:

Yiik Kapasitesi 200 gram

Maksimum genlesme 0,5 mm

Non-lineerlik 90,05




1.2. SICAKLIK DONUSTURUCULERI

Sekil 6’da, DIGIAC 1750°deki sicaklik doniistiiriiciisii boliimleri gosterilmistir. Aktif
doniistiiriiciiler, 1siticiy1 ¢evreleyen seffaf, plastik bir kilifla kaplanmis durumdadirlar.

Type "K" Thermocouple I.C. Temperature Sensor
O—0O+ Ext
O/P |
0—o0- = ] 00
S— O/P
o—o Ref 0—0O0
\ /M
{ Heater %
——————
ACD
o0—08B
o/P [ B or
N.T.C. Thermistors Platinum R.T.D.
Heater element (12V Max) I'P 0—0

Sekil. 6. DIGIAC 1750°deki sicaklik dontistiiriicii birimleri
Deneyde Platin R.T.D. (Resistamce Temperature Dependent) déniistiiriicli kullanilacaktir.

1.2.1 Platin R.T.D. doéniistiiriicii: Platin R.T.D., seramik kilif arasina yerlestirilmis ince bir
platin filmden olusur ve her iki ugta da filmle temasi saglayan altin temas tabakalari
mevcuttur. Platin film, bir lazer 1siniyla, direnci 0°C’de 100 Q olacak sekilde diizenlenip
bigimlendirilmistir. Filmin direnci sicaklik arttik¢a artar (Pozitif bir sicaklik katsayisina
sahiptir). Direncteki artig lineerdir ve direng degisimi ile sicaklik yiikselisi arasindaki oranti
katsayist 0,385 Q/°C’dir.

Rt.=Ro+0,385t Rt: t “C’deki direng Ro: 0 °C’deki direng (=100 Q)

Birim seri direngler iizerinden bir D.C. kaynaga baglanir ve doniistiiriicii izerindeki gerilim
degerleri Olciiliir. DOniistiirlicii icinden akan akim, kendi kendini isitmasina da neden
olacaktir.

1.3. DEGISKENLIi iNDUKTANSLI (iNDUKTiF) DONUSTURUCULER

Indiiktif doniistiiriiciiler pasiftirler ve uyarma gerilimleri alternatiftir (A.C.). Fiziksel
degisimleri (genelde yerdegistirme) indiiktans degisimlerine gevirirler. Sonug olarak frekansi,
genligi ya da faz1 fiziksel degisimlerle degisen isaretler elde edilir. Biyomiihendislikte
indiiktif dontstiirticiilerle basing, ivme ve yerdegistirme gibi fizyolojik biiytiklikler
Olciilebilmektedir.



1.3.1 Lineer Degisken Fark Transformatorii (LDVT): Lineerligi ve duyarligi oldukca
yiikksek olan LDVT’nin bir primer ve iki sekonder bobini vardir. Bir LVDT nin yapisi ve
devre semasi1 Sekil 7°de gosterildigi gibidir.

Sngnda ries .- Primary A Primary B

. ] V | Core <4 >
Magnetic Coil Motion
Core Former

Sekil. 7. Bir LVDT yapisi1 ve devre semasi

LVDT, ortak taban iizerine monte edilmis {i¢ bobinden ve bobinler arasinda hareket edebilen
magnetik bir c¢ekirdekten olusmustur. Merkez bobin primerdir ve A.C. kaynakla beslenir.
Diger iki bobin sekonderdir ve A, B seklinde isimlendirilmistir. A ve B’nin sarim sayilari
birbirine esittir ve c¢ikis gerilimi, ikisinin gerilim farkina esit olacak sekilde seri
baglanmislardir:

Veikis = Va - Vb

Magnetik c¢ekirdek, merkez konumunda oldugunda ¢ikis gerilimi sifir olacaktir. Magnet
merkez konumdan uzaklastik¢a degeri sifirdan farkli olan bir ¢ikis gerilimi olusacaktir. Bu
deger giderek maksimum degere ulasir, sonrasinda azalma gosterir. Cikis geriliminin dl¢iimii
hareketin merkez durumdan uzakligi hakkinda bilgi verse de, hareketin yonii hakkinda
herhangi bir bilgi vermez.

Kullanilacak yapinin temel karakteristikleri asagidaki tabloda verilmistir:

Her bir bobinin sarim sayis1 75

Her bir bobinin indiiktansi 68uH

Cikis Gerilimi 10 mV/mm
Mekanik mesafe 15 mm

1.4. DEGISKENLIi KAPASITELI (KAPASITiF) DONUSTURUCULER

Bir kondansatdr, dielektrik olarak adlandirilan bir yalitkan ile ayrilmis iki iletken plakadan
olugsmustur. Kondansatoriin kapasitesi, plakalarin {istiiste binen kesit alani ile dogru, plakalar
arasindaki uzaklikla ters orantilidir. Dolayisiyla, bir degisken kondansatdr, plakalarin {istiiste
binen kesit alanini veya plakalarin arasindaki uzakligi degistirerek olusturulabilir. Kenar
etkileri ihmal edilen iki plaka arasindaki kapasite:

C= % e: plakalar arasindaki dielektrik sabiti, A:plaka alani, d: iki plaka arasindaki uzaklik




Kapasitif doniistiiriictilerin dogruluklari oldukga yiiksektir. Ayrica hareket eden plakalarin ¢ok
hafif yapilabilmesi dolayisiyla 6lgme diizenine ¢ok az etki yaparlar. Biyomiihendislikte
yerdegistirme, basing ve ses gibi ¢esitli fizyolojik biiyiikliiklerin ol¢lilmesinde kullanilirlar.
Sekil 8’de DIGIAC 1750 deney seti lizerine yerlestirilmis bir kondansatoriin fiziksel yapisi
gosterilmistir.

Brass sleeve (Fixed plate) ‘_‘_,.I

Slug |

Iron slug
(Moving plate)

Contacts
Sekil. 8. DIGIAC 1750 i¢indeki kondansatoriin fiziksel yapist
Bu kondansatérde hareketli plaka olarak manyetik metal kiip ¢ekirdek kullanilmistir. Sabit
plaka ise bobin yapisinin igine yerlestirilmis bir piring plak yapidir. Kapasitenin biiyiikligii,
piring plak yapinin i¢indeki metal kiibiin boyuyla dogru orantili olarak degisir.

Sekil 9’da DIGIAC 1750 iinitesindeki devre yapis1 gosterilmistir
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Sekil 9 - DIGIAC 1750 tinitesindeki kondansator devre yapisi

1.5. ISIGA DUYARLI DONUSTURUCULER

1.5.1. Fotovoltaik Pil: Sekil 9’da yariiletken fotovoltaik hiicrenin temel yapist
gosterilmigtir. Yapi iki katmanli silikon yapidan meydana gelmistir. N tipi taban iizerindeki



ince bir P tipi malzemeyle olusturulmustur. Isik bu iki malzemenin jonksiyonuna diistiigiinde,
N-tipi malzemenin P-tipine gére pozitif oldugu bir gerilim meydana gelir.

| o tipi
n tipi

e+
1Stk e
Sekil 9. Fotovoltaik Hiicrenin Yapisi
Cikis gerilimi, elemanin iizerine diisen 1s1k siddetine baglidir ve maksimum 0.6 V degerini
alabilir. Cikisa bir yiik baglandiginda, bir akim akacaktir. Bu akimin siddeti, eleman {izerine
ve eleman ylizey alanina diisen 151k siddetine baglidir. Bu hiicreler (piller), seri ya da paralel

baglanarak elde edilecek akim ve gerilimin siddeti arttirilabilir.

Sekil 10’da DIGIAC 1750 tinitesindeki devre yapis1 gosterilmistir.
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Sekil 10 — DIGIAC 1750°deki devre yapisi

1.5.2. Foto Transistor: Temel yapisi ve devresi Sekil 11°da gosterilmistir. Birim temel
olarak normal bir transistore benzer sekilde, NPN tipi yariiletken katmanlardan meydana
gelmektedir. Normal bir transistorden farkli olarak, kollektor baz jonksiyonu 15181 gecirebilir
yapidadir.

lens

e b c
Sekil 11 — Fototransistor yapist ve devre sekli

Eleman {iizerine 151k gelmediginde, termal olarak olusan bosluk-elektron ciftleri nedeniyle
diisiikk bir akim akis1 olacak ve devrenin ¢ikis gerilimi, besleme geriliminden biraz kiigiik



olacaktir (R direnci ftizerinde bir miktar gerilim diismesi olacaktir). Kollektor-Baz
jonksiyonuna 151k geldiginde, 15181in siddetiyle orantili bir sekilde akan akim artacaktir.
Dolayistyla ¢ikis gerilimi akan akimla dogru orantili olarak azalacaktir:

Vout=V-1IxR

Sekil 12°de DIGIAC 1750 tinitesindeki devre yapist gosterilmistir.
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Sekil 12 - DIGIAC 1750 iinitesindeki fototransistor devresi gosterilmistir

1.5.3. Foto-iletken Hiicre:

Sekil 13’de fotoiletken hiicrenin temel yapis1 gosterilmektedir. Yapi yariiletken bir disk tabani
iizerinde, yariiletkenle temas eden altin bir kontaga sahiptir.

Cadmium siulfit disk

temas temas

Altin temas levhalar

Sekil 13 — Fotoiletken Hiicrenin Temel Yapisi

Altin kontaklar arasindaki yariiletken malzemenin direnci lizerine diisen 1s1kla birlikte degisir.
Malzeme tizerine 151k gelmediginde direng yiiksektir. Malzeme tizerine 151k diistiikge bosuk-
elektron ¢iftleri artar ve direng diiser.

Yap1 olarak c¢esitli yariiletken malzemeler kullanilabilir. DIGIAC 1750’de “cadmium
sulphide” kullanilmaktadir.

Sekil 14’de DIGIAC 1750 tinitesindeki devre yapis1 gosterilmistir.
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Sekil 14 - DIGIAC 1750 tinitesindeki foto-iletken hiicre devre yapisi

Eleman {izerindeki 151k kayboldugunda, bosluk-elektron ciftlerinin yeniden diizenlenmesi
yavas bir sekilde olur (Tepki siiresi uzun).

1.5.4. Foto Diyot:

Sekil 15°de P. I. N. Fotodiyodun yapis1 gosterilmistir.
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Sekil 15 - P. I. N. Fotodiyodun yapist

Bu yapinin normal PN diyodundan farki, P ve N bolgeleri arasinda ¢ok hafif katkilanmis bir
katmana sahip olmasidir. Bu sekilde elemanin kapasitesi azalir ve tepki siiresi kisalir.

Sekil 16’da DIGIAC 1750 tinitesindeki devre yapis1 gosterilmistir.
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Sekil 16 - DIGIAC 1750 iinitesindeki devre yapist

3. DENEYIN YAPILISI

3.1.1 Potansiyometrik doniistiiriiciiniin  kullamilmas1 halinde, c¢ikis geriliminin
incelenmesi:

Kullanilacak aletler : 10 kQ karbon yollu kayan rezistor, 100 kQ karbon devirli rezistor, 20V
dijital voltmetre, 0-10V MC.metre.




Deneyin vapilisi:

1. 10 kQ’luk kayan rezistoru kullanarak Sekil 3.1°deki devreyi kurunuz. B noktasina sadece
dijital voltmetreyi (V1) baglaymiz.

2. Rezistorun ayarini 1°den baglayarak saat yoniinde (10’a kadar) degistiriniz.

3. Cikis gerilim degerlerini;
a) dijital voltmetreyi kullandiginiz,
b) sadece MC. Metreyi kullandiginiz,
c) her ikisini birden bagladiginiz durumlarda Tablo. 3.1.1°e kaydediniz.

4. 100kQ’luk karbon yollu rezistoru kullanarak ilk 3 adimi tekrarlayip, c¢ikis gerilim
degerlerini Tablo. 3.1.2’ye kaydediniz.

C +12V
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Sekil. 3.1. Potansiyometre deneyi

3.1.2 Potansiyometrik doniistiiriiciilii devrenin ¢ikisinda yiik olmasi halinde, devrenin
cikis gerilimi iizerindeki etkisinin incelenmesi:

Kullanilacak aletler : 10 kQ telli devirli rezistor (Rp),100 kQ karbon devirli rezistor (yiik
olarak, Ry), dijital voltmetre, M.C.metre, buffer#1.
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Sekil. 3.2. Yiiklenmis potansiyometre deneyi devresi

Deneyin yapilisi:

1. Sekil. 3.2°de gosterilen devreyi kurunuz.

2. Ry devreye baglh degilken, ¢ikis gerilimi 6V olacak sekilde potansiyometrik doniistiiriicliyii
(Rp) ayarlayiniz ve deney boyunca bu ayarda kalmasina dikkat ediniz.

3. Ry’yi devreye baglayip kademesini 10’dan 1’e dogru azaltarak her adimdaki ¢ikis gerilimi
degerini digital voltmetre yardimiyla 6lgiin ve Tablo. 3.1.3’e kaydediniz.

4. Ry’yi devre dis1 birakin ve yiik olarak onun yerine M.C. metreyi baglayin. Bu durumdaki
cikig gerilimini kaydediniz.

5. M.C. metreyi, buffer #1 iizerinden Rp’ye baglayin ve ¢ikis gerilimini kaydediniz.




3.2 Wheatstone koprii devresini kullanarak direnc dl¢iimii:
Kullanilacak aletler: Wheatstone kopriisii  birimi, fark kuvvetlendiricisi, Amp#1
kuvvetlendirici birimi, M.C. metre,10 kQ telli rezistor.

T +5V

! D
W heatstone Fark Amp. M.C.
Koprisi Kuwv. #1 Metre

Sekil. 3.3. Wheatstone kopriisii kullanarak direng 6l¢timii blok diyagrami

Deneyin yapilisi:

1) Sekil. 3.3’de blok diyagrami gosterilen (Digiac 1750°deki) devreyi anahtar (switch) OUT
konumudayken kurunuz. Buradaki Wheatstone koprii devresi daha once, Sekil 2 ve Sekil
3’de, gosterilmisti.

2) Devrenin ofset ayarini yapiniz. (D’ye 0 V uygulayip, ¢ikisin 0 olmasini saglayiniz)

3) Kopriiye besleme gerilimi (+5V) bagliyken anahtar1 “IN” konumuna alin. (Bu durumda
degeri bilinmeyen Ry direnci R4 direnci olarak devreye baglanmis olur.)

4) Kopriiniin 10 devirli direncini ayarlayarak denge durumunu yeniden yakalayiniz ve bu
durumda kadrandan okudugunuz degeri kaydediniz. Buna gore Ry’i hesaplayiniz.

5) Koprii anahtarint “OUT” konumuna getiriniz ve R4 olarak bu sefer 10 kQ’luk telli
rezistori baglayiniz.

6) 10 kQ’luk rezistér son kademesindeyken (10°da), yukarida yapilan islemleri (Once ofset
ayarimin yapilmasi ve arkasindan kopriiniinti dengesinin yeniden yakalanmasi gibi)
tekrarlayarak elde ettiginiz sonuglar1 Tablo. 3.2°¢ kaydediniz.

7) 10 kQ’luk rezistoriin kademelerini 1’e dogru birer birer azaltarak her adimda 6’da
yapilanlar1 tekrarlayiniz.

3.3. Bir gerinim olcerin (“strain-gage” doniistiiriiciiniin) karakteristig¢inin ¢ikartilmasi:

Kullanilacak aletler: Gerinim 0&lger elemani, Enstrumantasyon kuvvetlendiricisi , x100
kuvvetlendirici, Amp #1, M.C.metre, yiik olarak kullanilmak {izere bozuk paralar.

Dijital

Strain- Enstrum. Amp. Amp.
Gauge Kuwv. %100 #1 Voltmetre

Sekil. 3.4. Gerinim 6lger (“strain-gage”) karakteristigi ¢ikartilmasi blok diyagrami

Deneyin yapilisi :

1) Blok diyagram1 Sekil. 3.4’de gosterilen (Digiac 1750) devreyi kurunuz. Amp #1 kaba
ayarint 100’e, ince ayarini .5’e getiriniz.

2) Gerinim-o6lger tizerinde hi¢bir yiik yokken devrenin ofset ayarini yapiniz (Amp #1 ile).

3) Déniistiiriiciiniin lizerine bir bozuk para koyup, ¢ikis gerilimini Tablo. 3.3’e kaydediniz.

4) Ayni1 islemi bozukluk sayisini arttirarak tekrarlayiniz ve ¢ikis gerilimlerini kaydediniz.

5) Cikis geriliminin bozukluk sayisina gore degisiminin grafigini ¢iziniz. Bu degisim lineer
mi? Yorumlayiniz.




3.4. Bir platin RTD karakteristiginin ¢cikarilmasi:
Kullanilacak aletler: Platin RTD déniistiiriiclisti birimi, 10 kQ telli rezistor, digital voltmetre,
Isitict birimi.

Bu deneyde, RTD biiyiik bir direngle seri olarak bir DC kaynaga baglanip iizerine diisen
gerilim Olgililecektir. Direncin kiiciik degisimleri nedeniyle akim degisimleri ihmal
edilebilirdir ve doniistiiriicii izerindeki tizerindeki gerilim miktar1 dogrudan kendi direnciyle
orantilidir.

I.C. C
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Sekil. 3.5. RTD karakteristiginin ¢ikarilmasi devresi

Deneyin vapilist :

1) Sekil. 3.5°deki devreyi 12 V’luk beslemeyi baglamadan kurunuz.

2) Doniistiiriicii tizerindeki gerilim 0,108V olacak sekilde 10 kQ2’luk rezistorii ayarlayiniz.
Boylece RTD, 20°C oda sicakligi igin kalibre edilmis olur; ¢iinkii, bu sicaklikta RTD’nin
direnci 108 Q olacaktir.

3) Isitic1 girigine 12V beslemeyi baglayin ve RTD {iizerindeki gerilimi 6lgerek Tablo. 3.4’e
kaydediniz. Bu deger, RTD’nin direncini gosterir.

4) 1’er dakikalik araliklarla (10 dakika boyunca) bu 6l¢timleri tekrarlayiniz ve kaydediniz.

3.5. LVDT Karakteristiginin Cikarilmasi:

Kullanilacak aletler: LVDT birimi, 40 kHz osilatér, AC amp., 40 kHz filtre, tam dalga
dogrultucu, Amp #1, dijital voltmetre, M.C.metre.

Deneyde dogrultulmus gerilim dijital voltmetreyi kullanarak olctilecektir. Ayrica bu gerilim
kuvvetlendirilerek ¢ekirdegin konumuna gore gerilim degisimi i¢in daha iyi bir izlenim
vermesi nedeniyle M.C. metre ile de Ol¢iilecektir.

40 kHz AC. 40 kHz Tam Dalga M.C.
Osilator | | LVDT — Amp. | | Fitre | | Dogmltucu—@/( Amp# 1~ Metre

Sekil. 3.6. LVDT karakteristigi ¢ikarilmasi deneyi blok diyagrami

Deneyin yapilisi :

1) Sekil 3.6’da blok diyagrami verilen devreyi kurunuz. Kuvvetlendirici kazancini (A.C. Amp
gain) 1000’ e ayarlayiniz. Kuvvetlendirici #1°in kazancini 100’e, ince ayarini (fine control)
0.2’ye getiriniz. Sifir giris i¢in ¢ikis geriliminin sifir oldugundan emin olunuz.




2) Cekirdek pozisyonunu eleman iizerindeki viday1 ¢evirerek notr pozisyona getiriniz (Cikis
gerilimi 0 olmal1). Viday1 1’er turluk adimlarla 6nce saat yoniinde 4 tur, sonra saat
yoniiniin tersine 4 tur ¢evirin. Her bir adimda ¢ikis gerilimini Tablo 3.5’e kaydedin.

3.6. Dogrusal Degiskenli Kondansatoriin Karakteristiginin Elde Edilmesi:

Kullanilacak aletler:

Degisken kapasitansh

doniistiiriicii,

40 kHz osilator, A.C.

kuvvetlendirici, 40 kHz filtre, tam dalga dogrultucu, dijital voltmetre.

40 kHz

Osilator

Degisken | |

Kapasite

A.C.

Amp.

40 kHz

Tam Dalga

Filtre

Dogrultucu

Sekil. 3.7. Dogrusal Degiskenli Kondansator karakteristigi deneyi blok diyagrami

Deneyin vapilisi :

1) Devreyi Sekil 3.7°de gosterildigi gibi baglaymn ve kapasitoriin hareketli plakasini tamamen
icine yerlestirin. Boylece maksimum kapasite elde edilecektir. A.C. yiikselticinin kazancini
1000 olarak ayarlaym. Cikis gerilimini Tablo 3.6’ya kaydedin.

2) Hareketli plakanin bagli bulundugu viday1 saat yoniinde kapasitansi azaltmak i¢in yaklasik
bir tur ¢evirin ve her defasinda ¢ikis gerilimini Tablo 2’ye kaydedin.

3.7. Fotovoltaik Pil Karakteristiginin Elde Edilmesi:

Kullanilacak aletler:

kuvvetlendiricisi, dijital voltmetre, MC metre.
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Sekil. 3.8. Fotovoltaik Pil Karakteristigi deney tasarimi



Deneyin yapilisi :
1) Devreyi Sekil 3.8’deki gibi baglaymiz.
2) Gii¢ kuvvetlendiricisi ¢ikisi OV olacak sekilde 10 kQ’luk direnci ayarlayiniz. Fotovoltaik
hiicre ¢ikisini;
a) Elinizle ya da bagka bir cisim kullanarak birimin iizerini Srtiip
b) Birimin iizeri agikken 6l¢iiniiz.
3) Direng ayarini degistirerek, giic kuvvetlendiricisi ¢ikisini 1’er Volt’luk kademelerle
degistirip, elde ettiginiz sonuglar1 Tablo 3.7’ ye kayedediniz.

3.8. Fototransistor Karakteristiginin Elde Edilmesi:
Kullanilacak aletler: Fototransistor, 10 kQ telli devirli rezistor, 10 kQ karbon yollu kayan
rezistor, Gli¢ kuvvetlendiricisi, dijital voltmetre, MC metre.
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Sekil. 3.9. Fototransistor Karakteristigi deney tasarimi

Deneyin yapilisi :
1) Devreyi Sekil 3.9°daki gibi baglaymiz. 10 kQ’luk kayan direnci 2. kademesine getiriniz
(Bu durumda fototransistor yiikii yaklasik 2 kQ olacaktir. ayarlayiniz.
2) Gii¢ kuvvetlendiricisi ¢ikis1 OV olacak sekilde 10 kQ’luk telli direnci ayarlayiniz.
Fototransistor ¢ikigini;
a) Elinizle ya da bagka bir cisim kullanarak birimin {izerini Ortiip
b) Birimin iizeri agikken Ol¢liniiz.
3) Telli direncin ayarim1 degistirerek, giic kuvvetlendiricisi ¢ikisini 1’er Volt’luk kademelerle
degistirip, elde ettiginiz sonuglar1 Tablo 3.8’¢ kayedediniz.

3.9. Fotoiletken Hiicre Karakteristiginin Elde Edilmesi:
Kullanilacak aletler: Fotoiletken hiicre, 10 kQ telli devirli rezistor, 10 kQ karbon yollu kayan
rezistor, Gli¢ kuvvetlendiricisi, dijital voltmetre, MC metre.
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Sekil. 3.10. Fotoiletken Hiicre Karakteristigi deney tasarimi

Deneyin yapilist :
1) Devreyi Sekil 3.10°daki gibi baglayiniz. 10 kQ’luk kayan direnci 2. kademesine getiriniz
(Bu durumda fotoiletken hiicre yiikii yaklasik 2 kQ olacaktir. ayarlayiniz.
2) Gii¢ kuvvetlendiricisi ¢ikigi OV olacak sekilde 10 kQ’luk direnci ayarlayiniz.
Fotoiletken hiicre ¢ikisini;
a) Elinizle ya da bagka bir cisim kullanarak birimin iizerini Ortiip
b) Birimin iizeri agikken 6l¢iiniiz.
3) Direng ayarini degistirerek, giic kuvvetlendiricisi ¢ikisin1 1’er Volt’luk kademelerle
degistirip, elde ettiginiz sonuglar1 Tablo 3.9’a kayedediniz.

4. RAPORDA iSTENENLER

1) Deneyde elde edilen tiim 6l¢lim sonuglarini diizgiin bir sekilde tablo ve grafik halinde
gosteriniz.

2) Bulunan 6l¢lim sonuglarinin, teorik beklentilerle tutarli olup olmadigini arastirip,
gereken hesaplari agiklamalariyla birlikte yapiniz. Sonuglar1 yorumlayiniz.

3) Tipta kullanilan kablosuz algilayicilarla (wireless sensors) ilgili bir uygulama arastirip, bir
sayfay1 gegcmeyecek sekilde anlatiniz. (Kaynaginizi belirtmeyi unutmayiniz!)
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